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В алюминиевых композитных криопроводниках, подверженных воздейсгвию^аг- 

нитного поля В, существует скачкообразная неоднородность коэффициентов Холла if*  на 

границе раздела между элементами Me 1 и Me2, в качестве которых обычно выщупают 

высокочистый алюминий и его твердые растворы, а также медь (рис. 1).,

^ ____L
Рис. 1. Схема расположения пл^рпгачатого 

^  композитного криопроводника, Состояще

го из элементов Me 1 и Me2 соответствую

щих толщин и /2 в магнитном поле В;

Ъ -  ширина проводника.

Расчет характеристик композита для сверхпроводящего кабеля обышю основан на 

приближениях, предполагающих втекание и вытекание поперечного тока, ^ерез боковме3 

грани, по которым элементы закорачиваются сверхпроводником [1, 2]^Такая модель ртв*£ 

чает действительности только при изолирующей границе раздела. Для провфдящей гранвк 

цы возможно перетекание носителей между элементами через поверхность раздела.

В сообщении представлены результаты аппроксимации эффективного сопротивле

ния композитного криопроводника при циркулирующем по поперечному усечению токе  ̂

индуцированном полем Холла. Для композита алюминий -  сплав алюминш$(медь) непояй* 

ная компенсация холловских электродвижущих сил должна привести к меньшему, уровню; 

сопротивления, чем для гипотетического проводника алюминий -  электронный аналог 

алюминия [3]. Используем условие для циркуляции вектора Е  вдоль контура, проходяще

го только по одному из элементов, его боковым поверхностям и по границграздеяа. Дифг; 

ференцируя, приходим к уравнению, решение которого дает экспоненциальную завнсик 

мость поперечного тока j# от координаты z. Для задания плотности тока на^анире£раздек, 

ла используем принцип предельного перехода, полагая, что поперечное поде Еу надони^
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це раздела отсутствует при симметрии элементов по геометрии и антисимметрии холлов- 

ских проводимостей элементов [3], а в противном случае определяется вкладом обоих 

элементов. Поле должно соответствовать холловскому одного из материалов, если второй 

приближается к нему по свойствам, а также при значительном превышении толщины од-
А/1.А/2 /М\М 1

ного элемента над другим: £ у|хж<) = - £ т /  1 Х сг*а/ » здесь индекс М  Указы"
А/ / А /

вает на один из элементов, а  - компонента тензора проводимости. Определяя сопротивле

ние р  как коэффициент между электрическим полем и усредненной по объему плотно

стью тока р  = [(/ш + tM1̂ j xk{Xdz +  J / xAy2fifef1 Ех, его можно представить в виде:

А 1\М1
Р »

~ (К в ) 2\ 'iu "i#2(KB)2p-t;U, +(к4 Г1+яцвм! а,/. ъмРыь ) 
“ Ри и РоиРнь~'\pl + я)2]" . vК+к!в ) р J

(О

здесь А -  коэффициент пропорциональности между полем Холла и компонентой поля Ех, 

рширм -  продольная и поперечная компоненты тензора сопротивления.

Рис. 2. Сопротивление ашоминий-медного 

композита в функции отношения толщин 

составляющих его элементов txificu в поле 

В, Тл: 1(1); 3(2); 5(3); 7(4); 10(5); Ь -  1 см; 

сопротивление в нулевом магнитном поле: 

рА, s  2 Ю ‘90 м * см , р Ск =  ЫО‘9Омсм, .

Для вычислений р  применяли концепцию диффузионной проводимости с корневой и 

линейной зависимостью диагональных компонент от сильного эффективного магнитного 

поля и приближение квазисферичности поверхности Ферми в слабом поле. На Рис.2 при

ведено сопротивление в функции отношения толщин элементов композита, когда в каче

стве последних выступают алюминий и медь. Максимум на немонотонной зависимости 

отображает значительный вклад холловского дрейфа носителей в ограничение эффектив

ности переноса заряда вдоль оси X  и компенсацию холловских полей на границе раздела.
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